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１．はじめに 

 光インターコネクト向けモノリシック集積

光源の実現を目指してGe発光素子が開発され

ているが[1][2]、安定したレーザ発振を実現す

るには、単結晶Ge層の結晶性を向上する必要が

ある。本報告では、SiO2層上に横方向エピタキ

シャル成長(ELO)により形成したGe導波路の結

晶性と光学特性の評価結果について述べる。 

２．実験方法 

 Geの成長にはランプ加熱LPCVD装置を用いた。

Si基板上にSiO2パターンを形成し、400℃での

Ge低温選択成長と750℃でのアニールによりバ

ッファ層を形成した後、600～700℃の範囲で成

長温度を変えて単結晶Geを成長し、850℃の高

速熱アニールを行った。次いで、化学機械研磨

(CMP)と反応性イオンエッチング(RIE)を用い

てGe導波路を形成し、光学特性をDPSSレーザ励

起(λ= 532 nm)によるマイクロPL測定により評

価した。 

３．結果及び考察 

 700℃で成長した単結晶Geの断面SEM写真を

Fig.1に示す。成長温度を上げることでSiO2上

にGeが成長しない完全選択成長を実現すると

共に、SiO2開口部から約6.3 mのELO領域を得
た。GeをCMPで平坦化した後、ホトリソグラフ

ィーとRIEにより、SiO2開口部とのオフセット

量(Δx)を変化させて2 m幅のGe導波路を形成
した。Fig.2にΔx = 3.1 mのときのGe導波路
の鳥瞰SEM写真を示す。Δxが異なるGe導波路か

らのPLスペクトルをFig.3に示す。全ての導波

路からピーク波長が約1.6 mのPLスペクトル
が観測されたが、ΔxによってPL強度は大きく

変化した。Δxが小さい導波路では導波路内に

欠陥の多いGe/Si界面を含むため、PL強度は低

下する。一方、ELO領域に形成したΔx = 3～4 m

の導波路ではPL強度が向上することが分かっ

た。以上の結果から、ELOとCMPを用いたプロセ

スによりSiO2上に単結晶Ge導波路を形成する

ことで、Ge導波路の結晶性を大きく改善するこ

とができると考えられる。 
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Fig. 2 Bird's eye view SEM image of Ge waveguide 
fabricated by CMP and RIE with x = 3.1 m.

Fig. 3 PL spectra from Ge waveguides with 
various x. 

Fig. 1 Cross sectional SEM image of selectively 
grown Ge layer on SiO2 pattern. 
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